Crescimento do Hgl a partir da Fase de Vapor
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lodeto de mercurio na fase a € um semicondutor com banda proibida
larga (Eg = 2,3 eV) e tem um grande potencial para a fabricagdo de
detetores de raios X e y, que operam na temperatura ambiente. A baixa
corrente de fuga do Hgl, favorece que 6 dispositivo seja mais eficiente do
que outros semicondutores. Este material é de interesse para sistemas
em satélites, em fun¢do da possibilidade de miniaturiza¢do do sensor e,
também, devido a sua elevada resisténcia a danos de radiagéo. O
LAS/INPE esta iniciando um projeto de crescimento do Hgl, e fabricagao
dos sensores. O crescimento consiste de uma sintetizagao do mercurio e
do iodo numa ampoia fechada em uma temperatura em torno de 250° C
e, a seguir, a sublimagédo e condensa¢édo deste material em uma camara
com atmosfera e gradiente térmico controlado. Medidas experimentais de
espectroscopia fotoacustica realizadas no IF/UFBa indicaram que o
material tem Eg = 2,32 e V, o qual corresponde ao valor esperado de um
cristal com composigéo estequiometrica. Medidas de raios-X reaiizado no
LAS/INPE confirma a composigdo e mostra que o material & composto
por microcristais de Hgi,.
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